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英飞凌12V/24V智能模拟高边MOSFET栅极驱动器  

特性  
• PRO-SIL™ ISO 26262-支持集成根据ISO 26262:2018 第 8-13 条评估硬件元素 
• 单通道器件，具有两个高边栅极驱动器输出 
• 3Ω下拉，50Ω上拉，用于快速开启/关闭 
• 支持背靠背MOSFET拓扑（共漏极和共源极） 
• 两个带有外部可调增益的双向高边模拟电流检测接口 
• 可以调整的过流/短路保护 
• 多功能比较器实现：可调I-t线束保护、过压/欠压或过温保护 

潜在应用  
• 针对大电流应用的故障运行电源 
• 电源之间的连接/绝缘转换（例如混合动力汽车和电动汽车） 
• 为支持可靠的电源和分配而开发 

产品验证  
汽车应用认证。产品依据AEC-Q100 Grade1进行验证。 

描述 
2ED2410-EM是一款单通道栅极驱动器，具有两个独立的栅极输出，适用于12/24 V汽车应用。它为连接/断开负载或不同功
率电源提供了多种保护功能。 

 
简化应用示例  

Product type Package Marking 

2ED2410-EM PG-TSDSO-24 2ED2410-EM 

https://www.infineon.com/
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1 框图 
 

图2  功能框图  
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图3  二极管框图  
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2 引脚配置  

 

图4 引脚分配  

表1  引脚定义及功能  
 

Pin 
number 

Symbol I/O Function 

1 CSO1 I Analog voltage to force SAFESTATE mode. 

O Current Sense Output 1: analog voltage feedback, provides a voltage 
proportional to the shunt current or VDS across ISP1/ISN1. 

2 CSO2 O Current Sense Output 2: analog voltage feedback, provides a voltage 
proportional to the shunt current or VDS across ISP2/ISN2. 

3 CPP I Comparator Positive: analog positive input of comparator. 

4 CPN I Comparator Negative: analog negative input of comparator. 

5 INT O Interrupt: open drain interrupt output. 

6 DG1 O Diagnostic 1: 
DG1 is logic low in SLEEP mode. 

Digital voltage information of channel B VDS comparison to VS in IDLE mode. 
Digital voltage information of current flow direction in ON mode: 
• DG1 is logic high if current flows from ISP1 to ISN1 connection 
• DG1 is logic low if current flows from ISN1 to ISP1 
connection Digital voltage information in SAFESTATE mode: 
• DG1 is logic high if SAFESTATE because of CP or SC or VS(UV) 
• DG1 is logic low if SAFESTATE because of UVLO 

（表格续下页……） 
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表1 （续） 引脚定义及功能  

 

7 DG0 O Diagnostic 0: 
DG0 is logic low in SLEEP mode. 
Digital voltage information of channel A VDS comparison to VS in IDLE mode. 
Digital voltage information of boost converter frequency in ON mode. 
Digital information in SAFESTATE mode: 
• DG0 is logic high if SAFESTATE because of CP or UVLO 
• DG0 is logic low if SAFESTATE because of SC or VS(UV) 

8 INB I Input B: 
If INB digital logic is low, channel B switches OFF. If INB digital logic is high, 
channel B switches ON and gate driver is in ON mode only if pin EN is logic high. 

9 INA I Input A: 
If INA digital logic is low, channel A switches OFF. If INA digital logic is high, 
channel A switches ON and gate driver is in ON mode only if pin EN is logic high. 

10 EN I If EN digital logic is low, gate driver is in SLEEP mode, channels A and B are 
switched OFF and gate driver is RESET. 
If EN digital logic is high, gate driver is in IDLE mode when INA and INB are 
both logic low. 

11 GND I/O Ground connection. 

12 RS O Resistor sense output of boost converter: current measurement of the boost 
converter. 

13 SW I Switching supply input of boost converter. Inductance connection. 

14 SA O Source A: output A connection to external MOSFET sources. 

15 GA I/O Gate A: output A connection to external MOSFET gates. 

16 ISN1 I I Sense Negative 1: external shunt or VDS negative connection. 

17 ISP1 I I Sense Positive 1: external shunt or VDS positive connection. 

18 VS I/O Voltage reference, extended 3 V to 58 V. 

19 TMP I Temperature Input: analog connection to external NTC or PTC thermistor. 

20 ISP2 I I Sense Positive 2: external shunt or VDS negative connection. 

21 ISN2 I I Sense Negative 2: external shunt or VDS positive connection. 

22 GB I/O Gate B: output B connection to external MOSFET gates. 

23 SB I Source B: output B connection to external MOSFET sources. 

24 TMPO O Temperature Output: analog voltage feedback provides a voltage proportional to 
thermistor temperature. 

TAB BC O Boost Converter output capacitor connection; driver supply. 

电压相对于地被定义为正值。 

根据引脚，电流被定义为流入或流出引脚。 
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图5  电压和电流定义 – IEC 60375 
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3 产品一般特性  

 

3 产品一般特性 

 

3.1 绝对最大额定值 

TJ = -40°C 至 +150°C; 所有电压均相对于地电平，流入引脚的为正向电流（除非另有说明） 

表2  绝对最大额定值  
 

Parameter Symbol Values Unit Note or condition P- 
Number Min. Typ. Max. 

Maximum voltage VBC (boost 
converter output) - all pins 

VBC-X -0.3 – 75 V 1) PRQ-26 

Maximum drain-source 
voltages on each output 

VS - VSX -36 – 75 V 1) PRQ-14 

Maximum voltage between 
gate and source pins on each 
output 

VGX - VSX -0.3 – 75 V 1) PRQ-331 

Maximum voltage between 
SW and RS pin 

VSW - VRS -0.3 – 75 V 1) PRQ-332 

Maximum pulsed current in 
SW pin 

ISW – – 200 mA 1) PRQ-16 

Maximum operating junction 
temperature 

TJ(MAX) -40 – 150 °C 1) PRQ-23 

Storage temperature TSTG(MAX) -55 – 150 °C 1) PRQ-24 

ESD HBM susceptibility all 
pins 

VESD(HBM) -2 – 2 kV 1) 

Human Body Model 
"HBM" according to 
ANSI/ESDA/JEDEC 
JS-001 (1.5 kΩ, 100 pF) 

PRQ-130 

ESD CDM susceptibility all 
pins 

VESD(CDM) -500 – 500 V 1) 

Charged Device Model 
“CDM” according to 
ANSI/ESDA/JEDEC 
JS-002 

PRQ-131 

ESD CDM 
susceptibility corner 
pins 

VESD(CDM) -750 – 750 V 1) 

Charged Device Model 
“CDM” according to 
ANSI/ESDA/JEDEC 
JS-002 

PRQ-132 

1） 未经过生产测试，由设计指定。 
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3.2 工作范围 
TJ= -40°C 至 150°C，所有电压均以地电平为基准，典型值为VS= 14 V 和TJ= 25°C 

表3  工作范围  
 

Parameter Symbol Values Unit Note or condition P- 
Number Min. Typ. Max. 

Voltage reference range for 
normal operation 

VS(NOR) 8 – 36 V 1) PRQ-39 

Voltage reference extended 
range 

VS(EXT) 3 – 58 V 1) 

Parameter deviations 
possible 

PRQ-266 

Voltage reference range with 
lower short-circuit protection 

VS(SC)LOW 3 – 8 V 1) PRQ-40 

Input pins EN, INA, INB VEN, VINA, VINB 0 – 5.5 V 1) PRQ-307 

Diagnostic pins DG0, DG1 VDG0, VDG1 0 – kDG*VE 
N 

V 1) 

See kDG parameter 
PRQ-308 

Interrupt pin INT VINT 0 – 5.5 V 1) PRQ-309 

Comparator reference 
voltage pins CPN, CPP 

VCP(REF) 1 – 5.5 V 1) PRQ-183 

Comparator reference 
voltage on CSO1 

VCSO1(TH) 2.3 - - V 1) 

CSO1 internally 
connected to 
comparator SC 
CCSO1 = 220 pF 
VEN ≥ 3.2 V 

PRQ-485 

Comparator reference 
voltage on CSO2 

VCSO2(TH) 2.3 - - V 1) 

CSO2 externally 
connected to any 
comparator input for 
short circuit protection 
CCSO2 = 220 pF 

PRQ-486 

Analog output pins 
saturation CSO 1&2, TMPO 

VAMP(SAT) 4 4.6 5.5 V VS = VS(NOR) PRQ-310 

Current sense amplifiers gain 
range 

G 20 – 200 – 1) PRQ-317 

Supply voltage range for 
amplifier operation 

VBC-VS 6 – 15 V 1) PRQ-339 

Amplifier input voltage range VBC-VISxx 6 – 15 V 1) PRQ-341 

Amplifier input voltage range, 
VS related 

VS-VISxx - - 2 V 1) PRQ-344 

Amplifier input voltage 
threshold for disconnection 

VISxx-GND(TH)_L 0.2 0.7 1 V 1) 

VISxx-GND falling 
PRQ-340 

Amplifier input voltage 
threshold for connection 

VISxx-GND(TH)_H - - 1.5 V 1) 

VISxx-GND rising 
PRQ-487 
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1） 未经过生产测试，由设计指定。 
 

 

3.3 热特性 

表4 热特性  
 

Parameter Symbol Values Unit Note or condition P- 
Number Min. Typ. Max. 

Thermal resistance junction 
to ambient 

RthJA – 27 – K/W 1) 

2) 
PRQ-38 

1) 未经过生产测试，由设计指定。 

2) 根据JEDEC51-2,-5,-7，在自然对流的FR4 2s2p板上；产品（芯片 + 封装）在具有2个内铜层（2 x 70 µm Cu、2 x 35 µm Cu）的76.2 x 

114.3 x 1.5 mm的板子上进行仿真。在适用的情况下，裸露焊盘下的导热过孔阵列与第一内铜层接触。TA= 85°C。器件在1 W的功率

下运行。 
 



Datasheet 12 Rev. 3.00 
2025-09-18 

EiceDRIVER™ APD 2ED2410-EM 
Datasheet 
4 电气特性  

 

 

 

 

4 电气特性  
 
4.1 静态电气特性  
TJ= -40°C 至 150°C，VS= 8 V 至 36 V（除非另有说明），所有电压均相对于地电平，流入引脚的为正向电流（除非另
有说明），典型值针对VS= 14 V 和TJ= 25°C 

表 5 静态电气特性  
 

Parameter Symbol Values Unit Note or condition P- 
Number Min. Typ. Max. 

Inputs pins 

Input A,B & EN voltage high 
level 

VIN(H), VEN(H) 2.5 – – V – PRQ-74 

Input A,B & EN voltage low 
level 

VIN(L), VEN(L) – – 0.7 V 1) PRQ-75 

Input A,B & EN pull-down 
internal resistor 

RIN(GND) 0.5 1.5 2.5 MΩ 1) PRQ-318 

Input Zener diode for local 
pins 

VZ(IN) 5.5 6 6.5 V 1) 

See Figure 3 
PRQ-319 

Digital diagnostic pins 

Ratio diagnostic pin voltage 
high level over VEN 

kDG(H) 0.9 1 1.1 – – PRQ-84 

Diagnostic pin voltage low 
level 

VDG(L) – – 0.1 V VBC = 72 V PRQ-85 

Diagnostic pin serial resistor RDG(GND) 5 10 20 kΩ – PRQ-86 

Threshold for diagnostic 
change in IDLE mode 

VDS_DIAG(TH) 1 2 3 V VS - VSA (DG0) 
VS - VSB (DG1) 

PRQ-91 

Diagnostic delay in IDLE 
mode 

tDG(IDLE) 0 40 100 µs IDLE mode only PRQ-275 

Delay for current direction 
change on DG1 

tISD 0 8 18 µs Indicates current flow 
direction change on 
CSA1 only 
ON mode only 
|VSENSE| ≥ |VISx(BLIND)| t 
≥ tCSA(ACC) 

PRQ-164 

Interrupt pin pull-down 
internal resistor, SAFESTATE 
active 

RINT 7 12 17 kΩ – PRQ-88 

Interrupt pin current leakage IINT(NOSAFESTATE) – – 0.3 µA VINT(H) ≤ 5.5 V PRQ-89 

Comparator (CP) 
Comparator offset VCP(OFFSET) -50 – 50 mV VCP(REF)MIN ≤ VCP(REF) ≤ 

VCP(REF)MAX 
PRQ-284 

Comparator leakage input 
current 

ICP -100 – 100 nA VCP = 5.5 V PRQ-242 

（表格续下页……） 
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表5 （续） 静态电气特性  

 

Parameter Symbol Values Unit Note or condition P- 
Number Min. Typ. Max. 

Temperature amplifier (TMPA) 

TMPA input current ITMP(OFF) -100 – 100 nA – PRQ-185 

TMPA input offset VTMP(OFFSET) -10 0 +10 mV – PRQ-186 

TMPA ratio kTMP 9.5 10 10.5 – – PRQ-187 

TMPA pull-down resistor RTMPO 20 – 100 kΩ 1) PRQ-188 

Current sense amplifiers (CSA1 & CSA2) 

CSA input offset VISx(OFFSET) -50 0 50 µV 1) PRQ-323 

CSA input blind range VISx(BLIND) -500 0 500 µV 1) 

CSAx parameter 
deviations possible 

PRQ-324 

CSA delay maximum 
accuracy 

tCSA(ACC) 0 200 400 µs 1) 

|VSENSE| ≥ |VISx(BLIND)| 
|dVSENSE/dt| ≥ 0.1 
mV/µs 

PRQ-325 

CSA settling time tCSA(SET) 1 10 20 µs 1) 

from VSENSE = 10 mV 
to VSENSE = 12.5 mV 
G = 100 

PRQ-328 

CSA output pull-down 
resistor 

RCSOx 18 20 50 kΩ 1) PRQ-326 

CSA gain intrinsic error ε(G) -1 0 1 % 1) 

|VSENSE| ≥ 5 mV 
PRQ-327 

PSRR - CSA power supply 
rejection ratio 

PSRR1kHz – 105 – dB  
1) 

f = 1 kHz 
G = 100 
RCSOx = 20 kΩ 
See Figure 34 

PRQ-336 

CMRR - CSA common mode 
rejection ratio 

CMRR1kHz – 116 – dB 1) 

f = 1 kHz 
G = 100 
RCSOx = 20 kΩ 
See Figure 34 

PRQ-337 

Noise - CSA Voltage noise, RTI Noise – 180 – nVRMS 
1) 

G = 100 
RCSOx = 20 kΩ 
RTI 

PRQ-338 

1） 未经过生产测试，由设计指定。 
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4.2 动态电气特性  
T J = -40°C 至 150°C， V S = 8 V 至 36 V（除非另有说明），所有电压均相对于地电平，流入引脚的为正向电流（除非
另有说明），典型值针对V S = 14 V 和T J = 25°C 

表6 动态电气特性  
 

Parameter Symbol Values Unit Note or condition P- 
Number Min. Typ. Max. 

VCSOx typical overshoot OVSCSOx - 15 - % 1) 

RCSOx = 20 kΩ 
CCSOx = 220 pF 
|dVSENSE/dt| = 7 mV/µs G 
= 100 
from |VSENSE| = | 
VISx(BLIND)| to |VSENSE| = 30 
mV 

PRQ-435 

1） 未经过生产测试，由设计指定。 
 

4.3 保护特性 
TJ = -40°C 至 150°C， VS = 8 V 至 36 V（除非另有说明），所有电压均相对于地电平，流入引脚的为正向电流（除非
另有说明），典型值针对VS = 14 V 和TJ = 25°C 

表7  保护特性  
 

Parameter Symbol Values Unit Note or condition P- 
Number Min. Typ. Max. 

Protection thresholds 
Current shutdown 
internal threshold ratio 
from EN pin voltage 

kCSO1(TH) 0.718 0.74 0.76 – VS = 8 V to 58 V 
ON mode, CSA1 only 
See Chapter 8.1 

PRQ-168 

Undervoltage threshold VS(UV) 0.5 1 1.3 V VS - GND 
ON mode only 

PRQ-66 

Protection delays 

Delay between short circuit 
and CSO1 high 

tDSCCSO1(H) 0.2 1.5 6 µs 1) 

G = 100 
VEN = 3.3 V 
|VSENSE| ≥ |VISx(BLIND)| 

PRQ-181 

Delay between CSO1 high 
and gate 80% 

tDCSO1(H)G(L) - 4 6 µs 1) 

VEN = 3.3 V 
CG(EQ) = 100 nF 
RGATE = 0 Ω 

PRQ-484 

Delay between CSO1 high 
and INT = low 

tDCSO1(H)INT(L) 0.5 5 10 µs – PRQ-182 

Delay between CP high and 
INT 

tDCP(H)INT(L) 1 9 17 µs VCP(REF)MIN ≤ VCP(REF) ≤ 
VCP(REF)MAX 

PRQ-184 

（表格续下页……） 
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表 7 （续）保护特性  

 

Parameter Symbol Values Unit Note or condition P- 
Number Min. Typ. Max. 

Delay between UV on VS and 
INT = low 

tDUV(H)INT(L) 8 22 40 µs – PRQ-320 

Delay between INT = low and 
gate 80% 

tDINT(L)G(L) – 3 5 µs CG(EQ) = 100 nF 
RGATE = 0 Ω 

PRQ-136 

Delay between short circuit 
and gate 80% 

tDSCG(L) 0.7 5.5 10 µs 1) 

G = 100 
PRQ-330 

      VEN = 3.3 V  
      CG(EQ) = 100 nF  
      RGATE = 0 Ω  
      |VSENSE| ≥ |VISx(BLIND)|  

Delay between short circuit 
and gate 80% at low VS 

tDSCG(L)_LOW - 12 27 µs VS = VS(SC)LOW 

G = 100 
VEN = 3.3 V 
CG(EQ) = 100 nF 
RGATE = 0 Ω 
|VSENSE| ≥ |VISx(BLIND)| 

PRQ-343 

Time to reset tRESET 3 – 30 µs Reset from SAFESTATE: 
VEN < VEN(L) for tRESET 
duration 

PRQ-94 

1) 由于硅工艺和差异，PRQ-181和PRQ-484的最大值之和与PRQ-330的最大值相符合。 
 

 
4.4 驱动器输出电气特性 
TJ= -40°C 至 150°C，VS= 8 V 至 36 V（除非另有说明），所有电压均相对于地电平、流出引脚电流为正（除非另
有说明），典型值针对VS= 14 V 和TJ= 25°C 

表8  驱动器输出电气特性  
 

Parameter Symbol Values Unit Note or condition P- 
Number Min. Typ. Max. 

Source pre-charge current ISOURCE 6 15 25 mA VS - VSX ≥ VDS_DIAG(TH) PRQ-56 

Source pre-charge current 
falling edge 

ISOURCE_F 10.2 15 25 mA 1) 

VS - VSX ≥ VDS_DIAG(TH) 

TJ = -40 to 105°C 
VSX falling 

PRQ-342 

Delay between EN = high and 
Source pre-charge current 
active 

tDSOURCE 4 - 100 µs IDLE mode only PRQ-210 

Power on input delay tPOI 0 2 5 µs Time to activate 
protections before 
turn-on after INx = 
high 

PRQ-158 

（表格续下页……） 
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表8 （续）驱动器输出电气特性  

 

Parameter Symbol Values Unit Note or condition P- 
Number Min. Typ. Max. 

Turn-on delay tD(ON) 1 4 7 µs CG(EQ) = 100 nF 
RGATE = 0 Ω 

PRQ-50 

Rise time on gate 20% to 80% 
of VBC - VS 

tR – 7 15 µs CG(EQ) = 100 nF 
RGATE = 0 Ω 

PRQ-51 

Gate turn on short circuit 
pulsed current per gate 

IG(ON) 50 175 – mA VGX - VSX = 0 V PRQ-52 

Turn-off delay tD(OFF) 1 4 7 µs CG(EQ) = 100 nF 
RGATE = 0 Ω 

PRQ-53 

Fall time on gate 80% to 20% 
of VBC - VS 

tF – 2 5 µs CG(EQ) = 100 nF 
RGATE = 0 Ω 

PRQ-54 

Gate turn-off short circuit 
pulsed current per gate 

IG(OFF) 350 1400 – mA VGX - VSX = 14 V PRQ-276 

1） 未经过生产测试，由设计指定。 
 

 

4.5 升压转换器（BC）特性 

TJ= -40° C至 150°C，VS=8 V 至 36 V（除非另有规定），所有电压均以地电平为基准，典型值为VS=14V 和TJ=25°C 

表9 升压转换器（BC）特性  
 

Parameter Symbol Values Unit Note or condition P- 
Number Min. Typ. Max. 

BC Boost capacitor CBC 20 * 
CG(EQ) 

– – F 1) 

CG(EQ) = external 
MOSFET equivalent 
gate source 
capacitance 

PRQ-137 

BC switching current 
limitative resistor 

RRS 10 – 30 Ω 1) 

Use 1/2 W resistor min. 
PRQ-138 

BC output VBC - VS 
regulation voltage 

VBC(TH) 11.5 12.5 14 V – PRQ-139 

VBC(TH) to UVLO regulation 
gap 

VBC(RG) 1.9 2.5 – V – PRQ-141 

BC undervoltage lockout 
voltage 

UVLO 9.5 10 11 V – PRQ-140 

Delay between UVLO and INT 
= low 

tDUVLO(H)INT(L) – 10 40 µs – PRQ-142 

RS deactivation threshold VRS(TH) 0.7 1 1.4 V – PRQ-147 

Forward voltage of BC diode VFBC 0.6 0.9 1.1 V IF = 100 mA PRQ-148 

（表格续下页……） 
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表9 （续）升压转换器 (BC) 特性  

 

Parameter Symbol Values Unit Note or condition P- 
Number Min. Typ. Max. 

On-state resistance of BC 
switch 

RDS(ON)K1(25) 1 11 15 Ω I = 100 mA 
TJ = 25°C 

PRQ-150 

Boost converter off-time tBC(OFF) 1 4 5 µs – PRQ-152 

Time to reach RS 
deactivation threshold 

tRS(TH) – 920 – ns 1) 

VS = 12 V 
RRS = 10 Ω 
L = 100 µH / 1.7 Ω 
TJ = 25°C 

PRQ-154 

Turn-off delay of K1 tD(OFF)K1 0.05 0.2 0.3 µs – PRQ-155 

Boost power-on delay tPOD – 960 – µs 1) 

VS = 12 V 
RRS = 10 Ω 
L = 100 µH / 1.7 Ω 
CBC = 1 µF 
TJ = 25°C 
See application note 
"Getting Started with 
2ED2410-EM" 

PRQ-157 

1） 未经过生产测试，由设计指定。 
 

 

4.6 电流功耗 

TJ= -40°C 至 150°C，VS= 8 V 至 36 V（除非另有说明），所有电压均相对于地电平，流入引脚的为正向电流（除非另
有说明），典型值针对VS= 14 V 和TJ= 25°C 

表10  电流功耗  
 

Parameter Symbol Values Unit Note or condition P- 
Number Min. Typ. Max. 

GND pin current in 
SLEEP mode 

IGND+RS(SLEEP) 1 6 15 µA VS = 24 V 
VBC = VS 

PRQ-68 

Sources leakage current in 
SLEEP mode 

ISX(SLEEP) 0.1 0.5 4 µA VBAT = 24 V 
VS - VSX = VBAT 

PRQ-285 

VS pin current in IDLE mode IVS(IDLE) -15 -6 -2 µA VS = 24 V 
VSX = VS 

PRQ-69 

VS pin current in IDLE mode, 
25°C 

IVS(IDLE)25 -10 -6 -2 µA 1) 

TJ = 25°C 
PRQ-294 

BC current in IDLE mode IBC(IDLE) 5 10 50 µA VS = 24 V 
VBC-VS = 14 V 

PRQ-144 

（表格续下页……） 
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表10 （续）电流功耗  

 

Parameter Symbol Values Unit Note or condition P- 
Number Min. Typ. Max. 

BC current in IDLE mode, 
25°C 

IBC(IDLE)25 5 10 20 µA 1) 

TJ = 25°C 
PRQ-297 

VS pin current in ON mode IVS(ON) -20 -4 0 µA VSx = VS PRQ-72 

VS pin current in ON mode, 
25°C 

IVS(ON)25 -10 -4 -1 µA 1) 

TJ = 25°C 
VSx = VS 

PRQ-295 

BC current in ON mode IBC(ON) 10 55 150 µA VBC - VS = 14 V PRQ-145 

BC current in ON mode, 25°C IBC(ON)25 10 55 90 µA 1) 

TJ = 25°C 
PRQ-298 

BC current in ON mode, 25°C, 
one CSA disconnected 

IBC(ON)25_1CSA(O 
FF) 

10 45 70 µA 1) 

TJ = 25°C 
CSA 1 or 2 not used 
see Chapter 7 

PRQ-300 

BC current in ON mode, 25°C, 
all amplifiers disconnected 

IBC(ON)25_2CSA(O 
FF) 

6 20 35 µA 1) 

TJ = 25°C 
CSA 1 and 2 not used 
see Chapter 7 

PRQ-301 

BC current in ON mode, ≤ 
85°C, one CSA disconnected 

IBC(ON) 
≤85_1CSA(OFF)  

10 45 85 µA 1) 

TJ ≤ 85°C 
CSA 1 or 2 not used 
see Chapter 7 

PRQ-302 

BC current in ON mode, ≤ 
85°C, all amplifiers 
disconnected 

IBC(ON) 
≤85_2CSA(OFF)  

6 20 45 µA 1) 

TJ ≤ 85°C 
CSA 1 and 2 not used 
see Chapter 7 

PRQ-303 

VS pin current in SAFESTATE 
mode 

IVS(SAFESTATE) -20 -4 0 µA VSx = VS PRQ-73 

BC current in SAFESTATE 
mode 

IBC(SAFESTATE) 10 55 150 µA VBC - VS = 14 V PRQ-146 

1） 未经过生产测试，由设计指定。 
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5 一般工况 

 
5.1 操作模式 
2ED2410-EM具有4种工作模式：睡眠、空闲、开启和安全状态，通过INA、INB和EN引脚输入组合进行选择，在
安全状态模式的情况下，通过保护功能或强制信号进行选择。 

 

 
INPUTS 

 
Oper ating mode  

OUTPUTS  

EN INA INB 
Boost conver ter  

output 
V BC - V S 

INT DG0 DG1 
 

VCSO1 

 

VCSO2 

 

VTMPO 

 

VGA-VSA 

 

VGB-VSB  

 

ISOUR CE comments 

0 X X SLEEP  0 11) 0 0 0 0 0 0 0 0 
1)once r eset is done, provided that pull-up vol tage is 
avail abl e 

1 0 0 IDLE V BC(TH) 1 V S - V SA2) V S - V SB2) 0 0 0 0 0 active 4)
 

2)DGX = 0 if V S - V SX > V DS_DI AG( TH)  for each output, else DGX = 1 if 
V S - V SX ≤ V  DS_DI AG( TH)  

1 
1 0  

ON 
 

V BC(TH) 1 
pul se 

when K1 
activated3)  

dir ection of 
current 
CSA13)  

 
active 

 
active 

 
active 

V BC(TH) 0  
active 4)

 

3)high l evel: see V D G0, V  D G1 in Functional r anges Tabl e 
4)see chapter 6 

0 1 0 V BC(TH) 

1 1 V BC(TH) V BC(TH) 

1 X X 
 

SAF ESTA TE 

SC or UV V BC(TH) 

0 
0 1  

active 
 
active 

 
active 0 0 

 
active 4)

 

NB: if sever al  faul ts occur s in ser ies, only fir st faul t is 
indicated by DG1 and DG0  
5)depends on UVLO root cause 

UVLO ≤ V BC(TH)5) 1 0 
CP V BC(TH) 1 1 

图6  输入、模式和输出状态  
 

 

图7  2ED2410-EM的状态机  
 

5.2 电流消耗 

系统电池（或电源）驱动器的电流损耗，也称为2ED2410-EM的静态电流 (Iq)，取决于： 

• 驱动器所处的模式 

• 升压转换器使用的外部元件，包括驱动器电源和外部MOSFET栅极电源 

• 对于睡眠模式，还取决于所使用的MOSFET结构 
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在本数据手册中，仅提供驱动器级别的功耗，而不提供系统电池/电源级别的功耗。应用笔记“2ED2410-EM 入
门”中提供了电池静态电流计算的详细信息。 

 
5.3 时序图 
下图显示了数字输入、数字输出、升压转换器输出和反馈输出从睡眠模式到开启模式直到短路事件发生，以
及复位到睡眠模式的过程。 

 
图8 空闲模式、带短路事件的开启模式和带复位的SAFESTATE的时间流程图  –注

释：时间和电压不按比例 
 
5.4 逻辑引脚  
逻辑引脚与5V和3.3V微控制器兼容。它们可以直接连接到变压器输出，而不需要额外的组件。有一个内
部串联和下拉电阻（PRQ-318）。 



EiceDRIVER™ APD 2ED2410-EM 
Datasheet 
5 一般工况  

Datasheet 21 Rev. 3.00 
2025-09-18 

 

 

 

 

 
齐纳二极管将这些引脚上的电压限制为VZ(IN)(PRQ-319)。可以使用RC网络来稳定EN引脚上的电压，因为EN电
压用于逻辑中的内部基准。 

 
图9  数字I/O 

输入控制电路驱动输出栅极驱动级。它们通过RIN(GND)电阻器下拉至地，以避免意外接通。 
当VINX > VIN(H) 或VEN > VEN(H)时，输入电路置位为逻辑高电平。 
EN 引脚控制升压转换器的开/关，并偏置所有模拟逻辑电路。EN = 1 会在时间 tPOD之后设置VBC - VS ≥ V BC(TH) 。 
INx 引脚直接控制栅极输出，因此 INA = 1 设置 GA = 1，INB = 1 设置 GB = 1。输入/输出 A 和 B 是独立的。 

如果 EN 和至少一个 INx 引脚同时置位高电平，则保护和测量功能将打开，但只有当VBC-VS≥VBC(TH)时栅极才
会导通。 

当驱动器通过 INx = 1 进入开启模式时，保护在时间tPOI后准备就绪，放大器在时间tCSA(ACC)后获得最高精度（参
见第 4.1 章）。 
当VINX <VIN(L)或VEN<VEN(L)时，INx 和 EN 引脚置位为逻辑低 。 

数字输出返回低或者高逻辑电平信号。输出高电平取决于VEN，在电气特性表中以VDGx与VEN之比的形式给
出。请参阅第4.1章中的参数kDG。 

处于低逻辑状态的DG0和DG1的值≤VDG(L)。诊断的状态取决于驱动器所处的工作模式/运行模式，请参阅第 5.1 
章。 

在开启模式下，DG0 反映了升压转换器开关 K1 的激活（参见第 9 章）：每次 K1 激活时，DG0 = 1。 

在开启模式下，DG1 反映 CSA1 上的电流方向：如果电流从 ISP1 流向 ISN1，则 DG1 = 1；如果电流从 ISN1 流向 
ISP1，则 DG1 = 0（参见第 7 章）。 

 
INT 引脚为漏极开路输出。其目的是向相关的周围设备传递中断信号，例如MCU或电源管理芯片（例如英飞凌
SBC）。 

INT需要外部上拉，例如上拉至MCU电源VDD。SAFESTATE触发时， V INT 的值是外部电阻 R EXT 和 R  INT 之间的分压
器的结果 （参见 PRQ-88 ）。 
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图10  诊断行为  
 
5.5 栅极输出 
2ED2410-EM具有两个相同的栅极输出 GA 和 GB，分别与源极引脚 SA 和 SB 配合使用。通过将相应的数字输
入 INA 或 INB 设置为高逻辑电平来激活这些输出。 
这些输出的结构是推挽式的，并且逻辑通过设计确保 MOSFET K2x 和 K3x 不会同时开启（无直通）。 

 
K2x 是 P 沟道增强型 MOSFET，K3x 是 N 沟道增强型 MOSFET。 
用于启动连接到栅极驱动器的外部MOSFET的电流是由升压转换器电容传递的CBC，通过 K2x 连通到栅极引脚 
Gx。 
关闭外部MOSFET的电流从栅极引脚 Gx 通过 K3x 被吸收到源极引脚 Sx。 

 

图11  栅极输出结构  



EiceDRIVER™ APD 2ED2410-EM 
Datasheet 
5 一般工况  

Datasheet 23 Rev. 3.00 
2025-09-18 

 

 

 

 

 
当第一个输入开启时，需要考虑时间延迟 t POI 。此时间延迟（上电输入）是为了确保在发送电流激活信号之前
保护功能已激活，因此2ED2410-EM不会在没有电流传感器和温度放大器的情况下开启MOSFET。即使不使用这
些功能， 也需要考虑 t POI 。 

当输入信号 INx 置位为高电平时， 如果 V BC - V S ≤ V BC(TH) ，则驱动器处于开启模式，但栅极输出保持关闭，直到 
升压转换器输出达到 V BC(TH) 。 

如果栅极导通时出现VBC-VS≤VBC(TH)，升压转换器上的欠压将触发栅极锁定，驱动器进入安全状态，导致关闭并
保持关闭栅极。参见章节 8.4 并参阅章节 9 ，可以看到栅极输出和升压转换器是如何连接的。 
栅极输出的时间图 12所示。 
 

 

图12  栅极时间图（不按比例，仅供理解）  
 

5.6 地丢失保护：模块级 
只要VS存在，每个输出上的MOSFET K3会默认开启（参见第 5.5 章图11）。 
如果接地板/电子控制单元连接丢失，只要满足以下条件，K3 就会保持打开或打开。因此，在下列情况
下，栅-源极会被下拉： 
• VS 引脚连接至电池线 
• 接地板/电子控制单元断开 
• 睡眠、空闲、开启或安全状态模式 

在开启模式下，如果接地板/电子控制单元接回，驱动器输出将再次打开（因此 K3 关闭），无需从引脚 EN 
进行复位。 
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6 低旁路电流特性  

 

6 低旁路电流特性 

在空闲（IDLE）、开启（ON）或安全状态（SAFESTATE）模式下，2ED2410-EM 可以将 VS 引脚的低电流汇入其源
引脚 SA 和/或 SB，以及从 SA 到 SB 或从 SB 到 SA。 

该活动是自动的。 

当 V SX = V S - V DS_DIAG(TH) 时 ， I SOURCE 以典型值输出（参见 PRQ-56 ）。当相应源达到 V S - V DS_DIAG(TH) 阈值（参见 

PRQ-91 ）时， I SOURCE 逐渐下降，并在 V SA = V SB = V S 时关闭。 

在空闲模式下， 2ED2410-EM能够提供输出电流ISOURCE来供应电子控制单元空闲或睡眠模式电流，同时保
持其自身消耗非常低。 

它还可用于对下行电网中的电子控制单元输入电容器进行预充电，并在停车场模式下以最小的消耗电流保持
其充电。 

如果驱动器空闲模式期间电子控制单元侧发生短路，ISOURCE仍然供电，但VDSX持续监控，相应的 DGx 置位为
低电平。例如，这允许在导通之前检测短路。参见第 7.1 章 用于空闲模式中的诊断行为。 

 

 

图13  低旁路电流工作原理及时序图（未按比例绘制）  
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7 测量性能 

 
7.1 空闲模式下的VDS监测  
空闲模式下，可在 DGx 引脚上读取 VDS 监测功能。 

DG0 和 DG1 分别接监测器VDSA (VS - V SA) 和VDSB(VS-VSB)，前提是MOSFET漏极连接到 VS 引脚。 
如果VDSA（或VDSB）>VDS_DIAG(TH)=> DG0 （或 DG1）= 低电平（Isource 激活，参见章节6)。 
如果VDSA(或VDSB) <VDS_DIAG(TH)=> DG0 (或 DG1) = 高电平 (Isource 激活，参见章节6）。 

 
MOSFET源极与内部基准电压VS-VDS_DIAG(TH)进行比较（请参阅参数VDS_DIAG(TH)）。 

 

图14  VDS监测图示例  

VDS 监测根据开关在板网中的位置来检测各种情况。 
以下描述了板网中开关可能的位置及情况的非详尽列表： 

 
案例 1：电池 - 电阻式/感性负载配置 
驱动器用于驱动负载。 
DG1 = 高电平表示连接器开路/或负载处于高阻态 (Hz) >VBAT/ISOURCE。 

DG1 = 低电平表示负载仍然存在。为了避免空闲模式下的电源泄漏，可以在停车场模式下使用睡眠模式。 
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案例 2：电池 - 电子控制单元 (ECU)/容性负载配置 

驱动器用于将无电源的电网与有电源的主电网分开。DG1 = 高电平表示所有 ECU 输入电容器都已充电，没有漏
电。 
DG1 = 低电平表示 ECU 输入电容器正在使用 ISOURCE 充电或存在漏电。 

 
案例3：电池-电池配置 
驱动器用于连接两个功率网，两个电网都有各自电源。  
DG1 = 高电平表示V BAT(A) - V BAT(B) < V DS_DIAG(TH) 。 
DG1 = 低电平表示 VBAT(A) - VBAT(B) > VDS_DIAG(TH)。 
重新连接时可能会流过非常高的电流并触发 SAFESTATE。必须仔细考虑电池之间的电感，包括地回路。 

 
图15  案例 1、2、3 

 
7.2 开启和安全状态模式下的电流感应 
2ED2410-EM具有两个集成电流检测放大器（在开启和安全状态模式下有效）。 

这些电流检测放大器 CSA1 和 CSA2采用两个相同的差分放大器实现，具有宽可调增益 ( G )（参见PRQ-
317 ）。 
输入端为 ISPx 和 ISNx 引脚，输出端为 CSOx 引脚。 

电流传感器必须具有高边位置，或者位于背靠背共漏极配置中的MOSFET漏极之间。 
电流检测放大器能够监测流入分流器（或MOSFET）的电流在两个方向上的流动，这被称为双向电流感应。 
增益通过 输入端（传感器侧）的外部电阻 R  ISPx = R  ISNx 和输出端（电阻端/连接器端）的 R  CSOx  进行置位。如
果根据电流方向需要不同的增益，则 R  ISPx 和 R  ISNx 可以不同。在 CSA1 上，增益的这种差异也会影响短路保
护，根据增益的大小，短路保护可能会更高或更低。 
电阻值可以根据客户的电流传感器解决方案进行调整。 

输出是模拟电压信号VCSOx，它与流过电流传感器的电流成正比。可以通过 MCU 直接在 CSOx（电流检测输
出）引脚上读取。VCSOx输出电压在两个方向上从 0 V 到VAMP(SAT)变化，比使用偏置作为零电流中点的电流传感
器提供更好的精度。 

电流方向信息仅适用于CSA1，并且可以在开启模式下由MCU直接通过引脚 DG1 读取（如果电流方向是从 ISN1 到 
ISP1，则为 0，否则为 1）。 
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当电流检测放大器输入电压 V SENSE 在 V ISx(BLIND) 范围内（检测流电阻两端的压降较低）时，器件无法反馈准确
的电流检测输出信息和电流方向。需要考虑电流检测方向变化的时间 t ISD 和DG1 反应时间。 
CSA1集成比较器，可实现快速短路保护。请参阅第 8.1 章。 

 

 
图16  电流检测测量原理及时序图[未按比例] 

放大器的供电电压位于 BC 和 VS 之间。如果VBC-VS电压低于或高于其工作范围（参见PRQ-339），放大
器的输入开关就会断开。因此，电流检测功能的结果无法保证，随意重新连接可能会导致不希望的 
SAFESTATE 状态。 
电流检测放大器的增益可通过三个外部电阻（ R  CSOx 、2 x R  ISxx ）配置。  
通过电流检测放大器的电压 V SENSE 和 V CSOx 之间的关系由下式给出： 

 

 

           VCSOx 

 

= VSENSE 
×  RCSOx 

RISxx 
(1) 

 
增益由以下设置： 

 
 

 

GCSOx 
=  RCSOx 

RISxx 
(2) 

 
设置增益时需特别小心，必须遵守参数G(PRQ-317) 和RCSOx(PRQ-326)。建议电阻精度至少为1%，并且必须尽
可能靠近2ED2410-EM引脚放置。有关如何使用电流检测放大器的完整说明，请参阅应用笔记“ 2ED2410-EM入
门”。 

如果不使用，CSA1 或 CSA2，或两者都可以通过以下配置简单地断开。两个输入引脚之一（ISPx 或 ISNx）需要连
接到地，以使VISxx-GND≤VISxx-GND(TH)_L(PRQ-340)。 
这减少了驱动器在 ON 和 SAFESTATE 模式下的自身消耗。 

为确保电流检测放大器重新连接，电流检测输入引脚相对地的电压必须超过VISxx-GND(TH)_H(PRQ-487)。 
警告：如果 CSA1 被禁用，则 CSAS1 上带有内部比较器的短路保护也将被禁用。 
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图17  CSA1&2 断开配置  
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7.3 开启和安全状态模式下的温度测量放大器 

2ED2410-EM具有集成温度监测放大器 TMPA （在开启和安全状态模式下有效）。该 温度监测 功能是通过差
分放大器实现的。输入引脚为TMP，输出引脚为TMPO。温度放大器通过监测VTMPO 来检测流入RNTC 的热量。 

 

增益不可直接调节，并且比率kTMP由驱动器自动调节增益保持恒定。 

该比率与输入中的 R NTC 和输出中的 R TMPO 保持一致。电阻值可以根据客户的热敏电阻解决方案进行调整。 

 
在本数据手册中，温度传感器被称为“ RNTC(负温度系数热敏电阻)”，但也可以实现其他传感器，例如 PTC(正温
度系数热敏电阻) 或其他热敏电阻。 

 
输出是一个模拟电压信号： V TMPO 代表 R NTC  中的温度。它可以通过 TX 在引脚 TMPO（温度输出）上直接读
取。 R TMP 不是强制性的，但可能需要用于输出信号 V TMPO 的线性化 ，具体取决于热敏电阻解决方案的选择。 

 

如果不使用，也可以禁用 TMPA。TMP 和 TMPO 引脚可保持浮动。 
 

 
图18  温度测量图  

根据 功能块的图表 定义比率 k TMP 。 
 
 
 

kTMP =  
VEN 

VTMP 

 

(3) 
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8 开启模式下的保护功能 

 
8.1 短路保护 
CSA1 的输出 CSO1 上有一个快速比较器，当V CSO1达到VCSO1(TH) =KCSO1(TH) x VEN时，会允许2ED2410-EM 进入安全状
态模式。 
当使用 CSA1 时，如果发生过流/短路，则可以允许快速关断延迟时间。2ED2410-EM能够关断MOSFET ，无需
MCU。 

栅极输出关断延迟为 t DSCG(L) ，可由t  DSCCSO1(H) +t DCSO1(H)G(L) 之和计算得出。然而，由于硅片和工艺差异， t DSCG(L) 的
最大值并非其他延迟最大值之和。在 CSA1 和比较器 SC 检测到短路的情况下，对于最坏情况的关断延迟，仅
需考虑 t DSCG(L) 的最大值 （ PRQ-330 ）。 

有关确定过流保护阈值大小的方法，请参阅应用笔记“ 2ED2410-EM入门”。 
有关安全模式下诊断的详细信息，请参阅章节 5.1 。 
一旦进入安全模式，驱动器需要复位。 

 
图19  CSA1、内部比较器和诊断（为简单起见，仅表示一个放大器方向）  

短路保护标称电压范围为 V S(NOR) （见 章节 8.1 ）并通过短路比较器（“comp_SC”）确保保护。在 V S(SC)LOW 范围 
( PRQ-40 ) 中 ，涵盖短路检测和关断（只要满足章节 9中的条件）与专用退栅比较器（“comp_DESAT”）导致 
V S 电压相关的短路保护阈值 V CSO1（TH） = V DESAT（见图20)。V S(SC)LOW 范围 内的短路关断延迟时间为t  DSCG(L)_LOW(见
PRQ-343)。 
VCSO1(TH）到VS的变化如下图所示： 
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图20  典型 VC SO1( TH) 与  VS 的关系  （与  TJ 无关  ）  

 
8.2 VS 欠压保护  
VS 引脚有一个集成的比较器，永久比较 V S 电压与 V S(UV ) 基准 ( PRQ-66)，当V  S 达到低于 V S(UV ) 水平时，允许
2ED2410-EM 进入安全模式 （见 图22 ）。 
关断延迟时间由t DUV(H)INT(L) + t DINT(L)G(L)之和计算得出（ PRQ-320 、 PRQ- 136 ）。 

 
这有两个后果： 

• 驱动器受到保护，直至电池上的电压降至 0 V，这意味着，即使发生非常强的短路（使 VS 节点上的电压降
至 0 V），也会受到保护。 

• 驱动器可能对电源上的微小切口很敏感。请参阅应用笔记“ 2ED2410-EM入门”，了解处理微中断要求
的解决方案。 

有关安全模式下诊断的详细信息，请参阅章节 5.1 。 
一旦进入安全模式，驱动器需要复位。 
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图21 VS( U V)保护图 

 
8.3 带有比较器的自定义保护 
2ED2410-EM 具有带输入 CPP 和 CPN 的电压比较器。 

该比较器可用于根据任何模拟电压（甚至是 2ED2410-EM 外部的电压）触发安全状态模式。 
CPP 是比较器的正极输入，CPN 是负极输入。 

V CPREF可以通过MCU调节，或者通过板载电源芯片（例如英飞凌SBC或简单的分压器固定在V CP(REF) 的范围内以
保持稳定性。 

使用该比较器允许2ED2410-EM独立于MCU进入安全状态和关断MOSFET 。比较器以延迟时间t DCP(H)INT(L)做出反
应。因此，比较器 CP 关断时的关断延迟时间可以通过t DCP(H)INT(L) + t DINT(L)G(L)之和来计算。 

当触发安全状态模式时，数字输出 {DG0;DG1} 反馈锁存代码 {1;1}。请参阅第 5.1 章。一旦进入安全状态模式，驱动
器需要复位。 

 
以下是 4 种可能的使用情况： 
情况1：使用TMPO输出进行过温保护。 

 
情况2：使用RC的I-t线束保护。两个限值，短时反应时间和长时直流电流（例如微处理器PWM输出），均可分别
由VEN和VCPREF动态调节 。 

 
情况3：使用任意外部信号进行保护。 VCP(REF)可以通过MCU动态调整。例如，对于电池切换应用，来自
BMS的电流反馈可用于触发安全状态模式。 

 
情况4：采用简易分压器监测VS进行欠压保护。 

 
注释：此定制保护可与 CSA1 输出上的短路比较器一起使用。 
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图22  比较器用例示例  

 
8.4 栅极欠压锁定保护 
栅极欠压锁定保护UVLO的目的是避免由于升压转换器输出或 MOSFET 栅极上的泄漏而以线性模式驱动 MOSFET。 
如果在开启模式下VBC-VS< UVLO，则驱动器进入安全状态模式。 

如果在开启模式下V BC - V S 至少 满足一次条件 V BC - V S > V BC(TH) ， 则在开启模式下激活 UVLO 保护功能。 

如果在开启模式下 V BC - V S < UVLO，且在开启模式下未达到  V BC(TH)，则器件不会进入安全状态模式，但栅极
不会导通。  
因此，可以通过 INT = 1 和 DG0 显示升压转换器的最大频率来检测这种情况，并考虑到实施的升压转换器外
部组件。一旦进入安全状态，驱动器需要复位。 

 
8.5 安全状态的重置 
2ED2410-EM有一种主动复位安全状态的方法：需要将 EN 引脚上的电压拉低以进行tRESET 。对于 t  RESET ， 设
置 V EN < V EN(L)， 请参阅 PRQ-75 。见 图8 时序图。 
一旦 EN 引脚被拉低，驱动器再次进入睡眠状态时 INT 信号就会上升。 
睡眠状态可通过 DG0 = DG1 = 低电平来验证。 

 
2ED2410-EM可以通过 EN=high 和 INA=INB=low 回到空闲模式。 
注释: 当 EN 置位“high”时，如果 INA 或 INB 保持“high”，驱动器立即进入开启模式，前提是VBC - VS  ≥ VBC(TH) 被满
足。 
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9 驱动器电源：升压转换器  
 

9 驱动器电源：升压转换器 
2ED2410-EM提供了一个Boost DC/DC 变换器结构。 

二极管和激活切换K1在驱动器中实现，但是电容器CBC 、电阻RRS和电感L1必须作为外部元件添加。 
升压转换器在空闲模式、开启模式、安全状态模式下有效。在睡眠模式下，它是关闭的。 

当V S ≥ V S(NOR)且V EN ≥ V EN(H) ( PRQ-74 ) 时，升压转换器启动。然后，一旦V BC - V S ≥ V BC(TH) ( PRQ-139 )，升压转
换器将在V S(EXT)范围内正常工作。如果V EN ≤ V EN(L) ，驱动器将从其他三种工作模式中的任意一种返回睡眠模
式，升压转换器停止工作。 
在开启模式下，切换 K1 的激活时间反映在引脚 DG0 上。 

 
图23  升压转换器作为驱动器电源的原理  

2ED2410-EM电源的拓扑是工作在电流模式控制下的升压直流/直流变换器。 

 
图24  BC 拓扑用作栅极电源  

启动： 
• K1 是一个集成 MOSFET，当 V BC - V S < V BC(TH) 和 V RS < V RS(TH) 时导通 ( PRQ- 147) 
• 当VRS > VBC(TH)或VBC - VS > VBC(TH)时，K1关闭 
• 电感器通过二极管 D 为 C BC 电容器充电 
• D 的正向压降为VFBC（ PRQ- 148 ） 
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9 驱动器电源：升压转换器  

 
达到V RS(TH) 后， K1 MOSFET无法在tBC(OFF)  (PRQ-152) 期间重启。这限制了升压转换器的最大频率。 

 

图25                      升压转换器控制逻辑  

电感器中的电流受到 V RS(TH) 比较器的限制，该比较器监视 R RS 两端的电压。由于环路中的延迟 t  D(OFF)K1 

(PRQ-155)，电感器电流超出阈值置位： VRS(TH) 。 

电感器中的电流波形不是线性的，而是指数的，因为K1的阻抗、电感器L1的寄生阻抗( RL)和RRS的总和在K1短
激活时间范围内是不可忽略的。 

应用笔记“ 2ED2410-EM入门”中描述了这些计算。 

 

图26  电流峰值控制  

 
峰值电流不得超过ISW的最大额定值（PRQ-16）。 
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10 MOSFET 连接应用  

下图显示了2ED2410-EM驱动器可以操作的几个典型连接。 

 

可以断开放大器 CSO1 和/或 CSO2，以降低 2ED2410-EM 的自身功耗。参见章节 7.2 . 

 
无论使用何种功率 MOSFET 结构，任何自定义保护信号都可以连接到附加比较器，请参阅章节 8.3 。 

 

请参阅应用笔记“ 2ED2410-EM入门”，了解如何处理未使用的引脚。 
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图27  典型MOSFET和检流电阻连接  
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11 参数图 

本节所显示的图表是在典型部件上对有限数量的样品进行测量得出的。 

目的是显示一些参数随驱动器的工作电压范围和温度的变化，或特定行为。 

TJ = -40°C 至 150°C，VS= 8 V 至 36 V（除非另有规定），所有电压均相对于接地点，典型值针对VS= 14 V 或/和TJ= 

25°C 给出。 

 
 

图28  睡眠模式下的驱动器漏电流  
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图29 电流损耗  
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图30  电流损耗（续）  
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图 31  开关时序图（GA 或 GB）  
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图32  短路保护电路时序图  
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图33  放大器特性  
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图34  放大器特性（续）  
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图35  其他特性 
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12 应用信息 
注释：以下信息仅作为执行器件的提示，不应被视为对器件某种功能、条件或质量的描述或担保。 

 
12.1 应用电路简图 
注： 这是一个非常简化的应用电路和物料清单的示例。 需在实际应用中进行验证功能。 

 

图36  共漏极应用图  
 
12.2 外部元器件 

表11 建议元器件参数值  
 

Reference Value Description / Purpose 
RProt 1...10 kΩ Protection of the microcontroller IOs 
REN ≤ 10 kΩ Filtering of short circuit reference voltage 
CEN 10 nF Decoupling of short circuit reference voltage 
（表格续下页……） 
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表11 （续）建议元器件参数值  

 

Reference Value Description / Purpose 
RCSOx 25 kΩ Current sense amplifier 1 or 2 gain setting output resistor 

RISxx 250 Ω Current sense amplifier 1 or 2 gain setting input resistor 

CCSOx 220 pF / 10 V dV/dt robustness - populate when current sense output used for short circuit 
protection 

CISxx-BC 1 nF / 25 V DPI robustness 

CCPP - I-t wire protection function time constant setting - value depends on 
targeted wire protection profile 

RCPP ≥ 150 kΩ I-t wire protection function time constant setting 

CADC - ADC filter capacitor - value depends on targeted filter time constant 

RADC ≥ 150 kΩ ADC filter resistor 

REXT ≥ 150 kΩ Pull-up resistor for open drain output 

RTMPO 50 kΩ Temperature sense amplifier output resistor 

CTMPO 1...10 nF DPI robustness 

RTMP - Linearization of VTMPO signal - value depends on temperature sense resistor 
choice 

RxTC - Temperature sense resistor 

CVS 100 nF / 100 V Supply voltage decoupling 

DVS 58 V / 1 W Protection during overvoltage 

CVSGND 3.3 µF / 100 V Increase micro-interruption robustness 

RGATE 10 Ω Gate protection resistor 

RGS ≥ 100 kΩ Gate to source pull-down resistor 

DGS 15...18 V Gate to source overvoltage protection diode 

L ≥ 100 µH (12 V 
systems) / ≥ 
200 µH (24 V 
systems) 

Boost converter inductor 

RRS 12 Ω / 500 mW Boost converter peak current limitation and sensing 

CBC 2.2 µF Boost converter output capacitor - value depends on the amount of 
MOSFETs to drive 

CSA, CSB 220 nF / 100 V DPI robustness 

RGND 10 Ω ESD robustness 
Limit current through GND-pin 

 
 

12.3 更多应用信息  

• 更多应用信息请参阅应用笔记“ 2ED2410-EM入门” 
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• 如欲了解引脚行为评估的相关信息，请联系我们 

• 如需了解更多信息，您可以访问http://www.infineon.com/ 

http://www.infineon.com/
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13 封装信息 

 

图37  封装图  
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图38  封装外形  
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图39  卷带包装  

为了满足全球客户对环保产品的要求，并遵守政府法规，该器件以绿色产品的形式提供。绿色产品符合
RoHS标准（即，引线采用无铅涂层，并且符合IPC/JEDEC J-STD-020标准，适用于无铅焊接）。 
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